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V. Відомості про дисертацію
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Тема дисертації:
1. Формування полірованої поверхні монокристалів телуриду кадмію та твердих розчинів на його основі в
травильних композиціях HNO3 - HНal - комплексоутворювач для приладів електронної техніки

2. Formation of the polished surfaces of single crystals of cadmium telluride and solid solutions based on its in the
etching compositions of systems HNO3 - HНal - complexing agents for devices of electronic engineering

Реферат:
1. Дисертація присвячена дослідженню взаємодії CdTe і твердих розчинів Cd1-xZnxTe та CdxHg1-xTe з
розчинами систем HNO3 - HHal - комплексоутворювач і розробці на основі отриманих експериментальних
результатів травильних композицій та режимів обробки поверхні вказаних напівпровідників. З
використанням математичного планування експерименту побудовано поверхні однакових швидкостей
травлення (діаграми Гіббса) вказаних напівпровідників в досліджуваних системах розчинів при використанні
ацетатної, лактатної, тартратної та цитратної кислот як комплексоутворювача та хлоридної, бромидної і
йодидної як галогенідних кислот. Досліджено кінетичні закономірності процесу розчинення та встановлено
межі існування областей поліруючих і неполіруючих розчинів в кожній з досліджуваних систем.
Встановлено, що введення до HNO3 різних галогенідних кислот або комплексоутворювачів призводить до
зміни як швидкості травлення, так і стану оброблюваної поверхні. На основі аналізу методом ЕЗМА та РФС



поверхневих плівок, що утворюються після кислотного травлення, показано, що вони неоднорідні і збагачені
в основному оксидами телуру, а шорсткість поверхні змінюється в межах від 0,2 до 0,1 мкм. Виявлено вплив
хімічної обробки поверхні на електрофізичні параметри структур Au - p-CdTe. У досліджених системах
оптимізовано склади поліруючих травильних композицій і розроблено режими та методи підготовки
полірованих поверхонь телуриду кадмію та твердих розчинів на його основі, які пройшли випробування в
заводських умовах.

2. The Ph.D. thesis is devoted to research of CdTe, Cd1-xZnxTe and CdxHg1-xTe solid solutions, interaction with
solutions of HNO3 - HHal - complexing agent systems and development of etching compositions and modes of
surface polishing of the indicated semiconductors. The surfaces of equal etching rates (Gibbs diagrams) of CdTe,
Cd1-xZnxTe and CdxHg1-xTe in all investigated etching compositions were obtained using the mathematical
planning of experiment, when acetic, lactic, tartaric and citric acid were used as complexing agents, and
hydrochloric, hydrobromic and hydroiodic acid were used as HHal. The kinetics behaviours of dissolution were
investigated and the limits of polishing and unpolishing solutions in each investigated system were determined. It
was determined that addition of indicated complexing agent to the HNO3 - HCl(HBr, HJ) solutions leads to
changing both the etching rate and treated surface states. The surface films were investigated using EZMA and
XPS techniques and it was shown that thes e films were not uniform and enriched in general by the tellurium
oxides. The roughness of the surfaces changes in a range from 0,2 up to 0,1 micron. The influence of chemical
processing of a surface on electrophysical parameters of structures Au - p-CdTe is revealed. The compositions of
polishing etchants in the investigated systems were optimized and conditions and methods of CdTe, Cd1-xZnxTe
and CdxHg1-xTe polishing surfaces preparation were developed.
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